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Abstract of DE4308518 

The amplifier has two bipolar transistor (31-32) connected at 
their base and collector terminals to the amplifier inputs (33, 
34) and a reference potential respectively. A respective 
MOSFET (35, 36) is coupled to the emitter of each bipolar 
transistor (31, 32) at its source, its drain coupled via an 
impedance (41 , 42) to a second potential (VEE). The gate of 
each MOSFET is coupled to the drain of the other MOSFET, 
the amplifier outputs (39, 40) connected to the drain 
terminals. 

The impedance (41 , 42) may be provided by a further pair of 

MOSFET's each cross-coupled at its gate to the emitter of 

the opposing bipolar transistor. 

ADVANTAGE - High operating rate and low current 

consumption. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) BiMOS-Verstarker ' 

(§) Ein BiMOS Verstarker enthalt eine Stufe, die so wo hi die 
Fun kt ion einer pegelanhebenden Trennstufe als auch einer 
Verstarkerstufe ausfuhren kann. Die Verstarkerstufe enthalt 
erste und zweite Bipoiartransistoren, deren Basiskontakte 
mit einem ersten und zweiten EingangsanschluG, deren 
Kollektorkontakte mit einem auf einem ersten Potential 
Jiegenden Punkt, und deren Emitterkontakte mit den Source- N 
kontakten eines ersten und zweiten M OS -Transistors ver- 
bunden sind. Die Orainkontakte des ersten und zweiten 
M OS-Transistors sind uber entsprechende Impedanzen mit 
einem auf einem zweiten Potential Jiegenden Punkt verbun- 
den. Der Gatekontakt jedes M OS -Transistors ist mit dem 
Drainkontakt des an deren M OS -Transistors verbunden. Ein 
AusgangsanscnluB ist mit dem Drainkontakt mindestens 
„ eines MOS-Transistors verbunden. 
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Die Erfindung bezieht sich auf einen BiMOS- Verstar- 
ker, der kombinierte bipolare und MOS-Elemente ent- 
halt. \ 

Fig. 1 zeigt ein Beispiel einer bekahnten ECL-CMQS- 
PegelkonyertierungsschaUung. Diese Schaltung ist dar- 
gestellt als Fig. 3 in einem von T. Shiomi und anderen 
verfaBten Artikel w 64Kx 1 BICMOS ECL iRAM with 
Cross Coupled Level Conversion Circuit", Seite 
532^ 540 aus The Journal of The Institute of Electro- 
nics and Communication Engineers of Japan", Ausgabe 
J74-C-II, Nr. 6, Juni 1991. . 

Die in Fig. 1 gezeigte ECL-CMOS-Pegelkonvertie- 
rungsschaltung umfaBt eine Eingangsstufe 1, eine 
Trennstufe 2, eine Verstarkerstufe 3 und eine Treiber- 
stufe 4, Diese Stufen werden mit einer auf das Massepo- 
tential bezogenen Sparinung, im Folgenden Vee ge- 
nann t, versorgt. Die Eingangsstufe 1 enthalt Strorriquel- 
len 5 und % die Trennstufe Stromquellen 7 und 8. Die 
Eingangsstufe 1 enthalt des weiteren einen bipolaren 
Eingangstransistor 9 und zwei als pifferenzverstarker 
geschaltete Transistoren 10 und 1 1. Ein . Eingangsan- 
schluB 12 ist mit der Basis des Eingangstransistors 9 
verbunden. Der EingangsanschluB 12 wird mit einem 
ECL-Pegel-Signal zwischen z. B. -0,8 V und ^1,8 V 
von einer externen ECL integrierten Schaltung gespeist 

Das an den EingangsanschluB 12 angelegte Signal 
wird im Dif f erenzy erstar ker, der aus den beiden Transi- 
storen 10 und 11 besteht, mit einer extern angelegten 
konstanteri Vorspannurig Vbb verglichen, Differehtial- 
ausgange, die uber Lastwiderstande 13 bzw. 14 weiter- 
gefuhrt werden, sind mit den Basiskontakteri von Bipo- 
lartransistoren 15 bzw. 16 der Trennstufe verbunden. 
Die Bipolartransistoren 15 und 16 hebeh den Signalpe- 
gel an ihren Basiskontakten um die Basis- Emitter- Span- 
ning Vbb d. h. um ungef&hr 0,7 V, in Richtuhg Vee an 
und leiten die angehobenen Signale ah PMOS(p-Kanal- 
MOS)-Transistoren 17 bzw. 18 der Verstarkerstufe 3 
weiter. '• ' . ,' • 

pie Verstarkerstufe 3 enthalt die PMOS-Transistoren 
17 und 18 sowie eine Stromspiegelschaltung, die aus 
NMOS(n Kanal MOS)-transistoren 19 und 20 besteht 
Die Verstarkerstufe 3 wandelt entsprechend den ange- 
legten Signalen ein verstarktes Signal in ein einseitig 
geerdetes um und fuhrt das verstarkte Signal an die 
Treiberstufe 4 weiter, die einen BICMOS-Treiber dar- 
stellt Die Treiberstufe 4 enthalt eine CMOS- Schaltung, 
die eine Reihenschaltung aus einem PMOS-Transistor 
21 und einem NMOS-Transistor 22, die zwischen einem 
auf Masse und einem auf Vee liegenden Potentialpunkt 
geschaltet sind, zwei NMOS-Transistoren 24 und 25, die 
in Reihe zwischen einem AusgangsanschluB 23 und ei- 
nem auf Vee liegenden Potentialpunkt geschaltet sind, 
lind zwei Bipolartransistoren 26 und 27 umfaBt, die in 
Reihe zwischen einem auf Massepotential und einem 
auf Vee liegenden Potentialpunkt geschaltet sind Der 
AusgangsanschluB 23 ist mit dem Knotenpunkt zwi- 
schen dem Emitterkontakt des Bipolartransistors 26 und 
dem Koilektorkontakt des Bipolartransistors 27 ver- 
; bunden. 

Die Gatekontakte des PMOS-Transistors 21 und der 
/NMOS-Transistoren 22 und 24 sind zusammen mit dem 
Ausgang (der Verstarkerstufe 3 verbunden. Die Drain- 
kontakte des PMOS-Transistors 21 und des NMOS- 
Transistors 22 sind sowphl miteinander als auch mit dem 
Basiskontakt des Bipolartransistors 26 und dem Gate- 
kontakt des NMOS-Transistors 25 verbunden. Per Ba- 



siskontakt des Bipolartransistors 27 ist an deri Knoten- 
punkt zwischen den NMOS-Transistoren 24 und 25 an- 
geschlossen. Ein am AusgangsanschluB 23 der Treiber- 
stufe 4 ariliegendes Ausgangssignal wird zur Steuerung 
5 einer Vielzahl von Gattern einer LSIrSchalturig verwen- 
det Die Trennstufe 2 wird verwendet, um Signalrefle- 
xionen zu vermeiden, die durch Signaliiberkopplungen 
aufgrund von Streukapazitaten hervorgeruf en werden 
konriten; ebenso hat die Trennstufe 2 die Aufgabe, die 

io zuvor dargelegte t Pegelanhebung zu bewerkstelligen, 
um die PMOS-Transistoren 17 und 18 der Verstarker- 
stufe 3 vollstaridig anzuschaltea 

Betrachtet man im einzelnen die Trennstufe 2 und die 
Verstarkerstufe 3 des in Fig. 1 gezeigteri gebrauchlichen 

15' BiMOS-Verstarkers, so ist ersichtlich, dafl in diesen bei- 
den Stufen vier Gleichstrompfade zwischen einem auf 
Masse und einem auf Vee liegenden Potentialpunkt vor- 
handen sind! Das hat jedbch zum Nachteil, daB dadurch 
der Stromverbrauch in diesen beiden Stufen ansteigt. . 

2b Es ist daher Aufgabe der Erfindung; einen BiMOS- 
Verstarker mit verringertem Stromverbrauch bereitzu- 
stellen, der mit hoher Geschwindigkeit betrieben wer- 
den kann und insbesondere fur den Gebrauch innerhalb 
einer ECL-CMbS-Pegelkonvertierungsschaltung ge- 

25 eignetist. , 

Diese Aufgabe wird gelost durch einen BiMOS-Ver- 
starker nach einem erfindungsgemafien Ausfuhrungs- 
beispiel, der einen ersten und zweiteh EingangsanschluB 
umfaBt, um komplementare Eingangssignale aufneh- 

30 men zu konnen, und einen ersten Bipolartransistor, des- 
sen Basiskontakt mit dem ersten EingangsanschluB und 
dessen ICollektorkpntakt mit einem auf einem ersten 
Potential liegenden Punkt verbunden ist, urid einen 
.'; zweiten Bipolartransistor, dessert Basiskontakt mit dem 

35 zweiten EingangsanschluB und dessen Koilektorkon- 
takt mit dem ersten Potentialpunkt verbunden ist Ein 
erster MOS-Transistbr ist mit seinem Sourcekpntakt an 
den Emitterkontakt des ersten Bipolartransistprs ange- 
schlossen und mit seinem Drainko ntakt iiber eine ers te 

40 Impedanz ah einen auf einem zweiten Potential liegen- 
den Punkt. Ein zweiter MOS-Transistor ist mit seinem 
Sourcekpntakt an den EmitteranschluB des zweiten Bi- 
polartransistors angeschiossen und mit seinem Drain- 

v kontakt iiber eirie zweite Impedanz an den zweiten Po- 

45 tentialpunkt: Der Gatekontakt des ersten MOS-^Transi- 
stors ist mit dem Draihkpntakt des zweiten MOS-Tran- 
; sistors, der Gatekontakt des zweiten MOS-Transistors 
ist mit dem Drainkontakt des ersten MOS-Transistors 
verbunden. pin Ausgangssignal kann an einem oder an 

50 beiden Drainkontakten des ersten und zweiteh MOS- 
Transistors abgegriffen werden. 

Innerhalb des erfindungsgemaBen BiMOS-Verstar- 
kers , heberi Bipolartransistpren, die Eingarigsschaltunr 
gen bildeh, nicht nur den Signalpegel an, sonclern steu- 

55 ern auch MOS:Transistoren, die in Serie zu den Bipolar- 
transistoren geschaltet sind und Ausgangsschaltungen 
bilden. Daher kann in der erfindungsgemaBen BiMOS- 
Verstarkereinrichtung eine einzelne Stufe sowohl pe- 
gelanhebende als auch verstarkende Funktionen aus- 

60 fiihren, wodurch der Stromverbrauch reduziert wird 
Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf. die Zeichnung 
naher beschrieben. Es zeigen: 
Fig. 1 ein Schaltbild einer gebrauchlichen Pegelkpn- 

65 vertierungsschaltung, 

Fig. 2 ein Schaltbild eines ersten erfindungsgemaBen 
Ausfuhrungsbeispiels eines BiMOS-Verstarkers, 
Fig. 3 ein Schaltbild. eines zweiteh erfindungsgema- 
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Sen Ausfuhrungsbeispiels eines BiMOS-Verstarkers, 

Fig. 4 ein Schaltbild eines dritten erfindungsgemafieri 
Ausfuhrungsbeispiels eines BiMOS-Verstarkers, 

Fig. 5 ein Schaltbild einer ECL-CMOS-Pegelkonver- 
tierungsschalturig, die den BiMOS-Verstarker des er- 5 
sten Ausfuhrungsbeispiels verwendet, 

Fig. 6 ein Schaltbild eines vierten erfindungsgemaBen 
Ausfuhrungsbeispiels eines BiMOS-Verstarkers, und 

Fig. 7 Verlaufe von Ausgahgsspannungen und Aus- 
gangsstrdme der ersten und zweiten erfindungsgema- 10 
Ben Ausfuhrungsform des BiMOS-Verstarkers, deneh 
der Verlauf der Leiterausgangssparinung und des Ausr 
gangsstromes der Trenn- und Verstarkerstufe der ge- 
brauchlichen in Fig. 1 dargestellten Pegelkonvertie- 
rungsschaltung g:egenubergestellt ist is 

Fig. 2 zeigt dib Darstelliing einer ersten erfindungsge- 
maBen Ausfuhrungsform eines BiMOS-Verstarkers. In 
Fig; 2 ist der Basiskontakt eines ersten 2: B. npn-Bipo- 
lartransistors 31, der eine Eingangsschaltung bildet, mit 
einem ersten EingangsanschluB 33 verbunden. Der Kol- 20 
lektorkontakt ties Bipolartransistors 31 ist mit einem aiif 
einem ersten Potential, z. B. Masse, liegenden Punkt 
verbunden. Der Emitterkontakt des ersten Bipolartran- 
sistors 31 ist mit dem Sourcekoritakt eines ersten 
PMOS-Transistors 35, der eine Ausgahgsschaltung bil- 25 
det, verbunden. Der PMOS-Transistor 35 ist uber seinen 
Drainkontakt mit dem Drainkontakt eines ersten 
NMOS-Transistors 37, der als Impedanz wirkt, verbun- 
den. Der Sourcekontakt des ersten NMOS-Transistors 
37 ist ink einem auf eiriem zweiten Potential Vee liegeh- 50 
den Punkt verbunden. 

Ein zweiter npn-Bipolartransistor 32, ein zweiter 
PMOS-Transistor 36 und ein zweiter NMOS-Transistor 
38sind in gleicher Weise zwischen dem ersten auf Mas- 
se liegenden Potentialpunkt und dem zweiten auf Vee 35 
liegenden Potentialpunkt in Reihe verschaltet Der Ba- 
siskontakt des zweiten Bipolartransistors 32 ist mit ei- 
nem zweiten EingangsanschluB 34 verbunden, der mit 
einem gegenuber dem am ersten EingangsanschluB 33 
angelegten Signal komplementaren Eingangssignal ge- 40 . 
speistwird 

Der Gatekontakt des ersten PMOS-Transistors 35 ist 
mit dem Drainkontakt des zweiten PMOS-Transistors 
36, und der Oatekontakt des zweiten PMOS-Transistors 
36 ist mit dem Drainkontakt des ersten PMOS-Transi- 45 
stors 35 verbunden. Der Gatekontakt des ersten . 
NMOS-Transistors 37 ist mit dem Emitterkontakt des 
zweiten Bipolartransistors 32, und der Gatekontakt des 
zweiten NMOS-Transistors 38 mit dem Emitterkontakt , 
des ersten Bipolartransistors 31 verbunden. Ein erster 50 
AusgangsanschluB 39 ist an die untereinander verbun- . 
denen Drainkontakte des ersten PMOS-Transistors 35 
und des ersten NMOS-Transistors 37 angeschlossen. 
Ein zweiter AusgangsanschluB 40 ist an die untereinan- 
der' verbundenen Drainkontakte des zweiten PMOS 55 
Transistors 36 und des zweiten NMOS-Transistors 38 
angeschlossen. 

Es sei angenommen, daB an die Eingangsanschliisse 
33 bzw. 34 des in Fig. 2 dargestellten BiMOS-Verstar- 
kers komplementare Eingangssignale EIN und EIN mit 60 
einer Amplitude von ca. 1 V angelegt werderi. Ein einge? 
schalteter Bipolartransistor weist eine Basis-Emitter- 
Spannung Vbe von ca. 6,7 V auf. Entsprechend wird ein 
Signal mit einer Amplitude von 1 V, dessen Pegel um ca. 
0,7 V in Richtung Vee angehoben ist^ an die Sourcekon- 55 
takte der beiden PMOS-Trarisistoren 35 und 36 ange- 
legt, die Ausgangsschaltungen bilden. 

Liegt z. B. das Eingangssignal EIN am ersten Ein- 



gangsanschluB 33 auf hphem Pegel, im folgenden H ge- 
nannt so liegt das am z weit en EingangsanschluB 34 an- 
gelegte Eingangssignal EIN auf niedrigem Pegel, im fol- 
genden L genannt. In diesem Fall ist der erste PMOS- 
Transistor 35 leitend und es sperrt der zweite PMOS- 
Transistor 36. Des weiteren sperrt der erste NMOS- 
Transistor 37 und der zweite NMOS-Transistor 38 lei- 
tet. Dadurch entsteht am ersten, AusgangsanschluB 39 
ein Ausgangssignal AUS auf dem Pegel H, wahrend am 
zweiten AusgangsanschluB 40 ein zum er sten A usgangs- 
signal komplernentares Ausgangssignal AUS mit dem 
Pegel L abgegriffen werden kann. Wird hingegen an den 
ersten EingangsanschluB 33 ein Eingangssignal EIN mit 
dem Pegel L und am zweiten EingangsanschluB ein Ein- 
gangssignal EIN mit dem Pegel H angelegt, soweisen 
entsprechend die Ausgangssignale AUS bzw. AUS der 
Ausgangsanschlusse 39 bzw. 40 die Pegel L bzw. H auf. 
In diesem Fall kann die Amplitude des entsprechenden 
Ausgangsanschlusses annahernd durch Vee— V be— a 
bestimmt werden, wobei mit a eine durch den Wider- 
stand eines eingeschalteten PMOS-Transistors be- 
stimmte Spannurig im Bereich 0,5—1,0 V bezeichnet 
wird- ' " - . 

, Wie bereits erwahnt, arbeitet der BiMOS-Verstarker 
nach Fig:'2, der nur zwei Gleichstrompfade erithalt, 
nicht nur als Pegelanheburig und Trerinstufe, sondern 
auch als Verstarker, wodurch StromfluB und dam it auch 
Stromverbrauch reduziert werden. AuBerdem wird die 
Betriebsgeschwindigkeit aufgrund der verringerten Stu- 
fenanzahl erhoht 

:■ In Fig. 3 * wird ein zweiter erfindungsgemaBer Bi- 
MOS-Verstarker dargestellt, die der in Fig. 2 dargestell- 
ten ahnlich ist, mit der Ausnahme, daB Widerstande 41 
und 42 als Impedanzen verwendet werden, um die 
Drainkontakte der PMOS-Transistoren 35 und 36 mit 
dem zweiten Potentialpunkt Vee zu yerbinderi. Der Bi- 
MQSrVerstirker nach Fig. 3,funktipniert grundsatzlich 
in der gleicheh Art und Weise wie die in Fig. 2gezeigte 
Verstarkefvorrichtung. 

Fig. 4 zeigt ein drittes erfindungsgemiBes Ausfiih- 
rungsbeispiel eines, BiMOS-Verstarkers. Der BiMOS- 
Vef starker nach Fig 4 enthalt dieselbe Schaltung wie 
das erste in Fig. 2 dargestellte AusfflhrungsbeispieL Zu- 
satzlich sind die untereinander verbundenen Drainkon- 
takte des ersten PMOS-Transistors 35 und des ersten 
NMOS-Transistors 37 bzw. des zweiten PMOS-Transi- 
stors 36 und des zweiten NMOS-Transistors 38 uber 
NMOS-Transistoren 46 bzw. 45 mit PMOS-Transisto- 
ren 4S bzw. 47 verbunden, die eine Stromspiegelschal- 
tung bilden, um die Betriebsgeschwindigkeit zu erho- 
hen. Eine konstante Vorspannung BIAS einer (nicht dar- 
gestellten) Vorspannungsquelle ist dabei ah die'Gate- 
kontakte der NMOS-Transistorea45 und 46 angelegt. . 

Fur Fig. ^ sei angenbmmen, daB Strome Ici und le2 
iiber^die MOS-Transistoren 38 bzw. 37, Strome \ 2 \ und 
In uber die MOS-Transistoren 35 bzw. 36, und Strome 
ho und I20 iiber die MOS-Transistoren 45 bzw. 46 flie- 
Ben. Als Zusammenhahg zwischen diesen Stromen er- 
gibtsich: . ■ * " ' ; 



Ici = |io ■+ In 
Ic2 = I20 + h\ 



(1) 
(2) 



Besitzt das am, ersten EingangsanschluB 33 anliegen- 
de Eingangssignal EIN den Pegel H und das aril zweUen 
EingangsanschluB 34 anliegende Eingangssignal EIN 
den Pegel L und ist I21. > Ic2 und In = 0 < Ici, dann 
fplgt aus den Gleichungen (1 ) und (2): 
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Iio = tci - In - Ici (3) 
1 20 IC2 - hi < 0 (4) 

(In einigen Fallen kann der NMOS-Tf ansistor 46 ausge- 
schaltet sein.) 5 

Aus den Glcichungen (3) und (4) folgt ho> ho. 

Da die PMOS-Transistoren 47 und 48 eine Stromspier 
gel-Schalturtg bilderi, ist Strom U&, der iiber den PMOS- 
Transistor 48 flieBvgleich Strom Iio, so daB I io = Ici in 
eine mit dem AusgangsanschluB 49 extern verbundene io 
Last flieBt, wobei der AusgangsanschluB 49 an den Kjio- 
tenpunkt der MOS-Transistoren 46 und 48 angeschlos- 
sen ist. Dieser Strom ladt eine Lastkapazitat auf, was 
eine Ausgangsspann ung m it hohem Pegel H zur Folge' 
hat. 1st EIN - L undEIN - H.In > } 2 \ und 121 - 0 < J5 
Ic2,danngilt: , , 

Iio = Ici - In <Q (5) \ 

120 == lC2 — hi IC2 (6) / 

Wird der NMOS-Transistor 37 eingeschaltet, so wird 
auch der NMOS-Transistor 46 leitend, wodurch Strom 
I20, der genauso groB wie Ic2 ist, yon der Last iiber den 
AusgangsanschluB 49 und die NMOS^Transistoren 46 
und 37 flieBen kann. Damit wird die; Lastkapazitat entla- 25 
den, wodurch die Ausgangsspannung den Pegel L an- 
nimrnt Auf diese Weise wird ein verstarktes Ausgangs- 
signal mit erhohtem Pegel am AusgangsanschluB 49 ge- 
maB! den in Fig. 2 und 3 gezeigten Ausfuhrurigsbeispie- 
len bereitgestellt. 30 

Es soli darauf hingewiesen werden, daQ ein die Ver- 
starkung einstellender Widerstand zwischen die Drain- 
kontakte der PMOS-Transistoren 35 und 36 des in Fig. 4 
dargestellten erfindungsgemaBen BiMOS- Verstarkers 
eingebaut werden kamt 35 

Fig. 5 stellt eine ECL-CMOS-Pegelkonvertierungs- 
schaltung da, die einen entsprechend dem in Fig. 2 ge- 
zeigten ersten Ausfuhrungsbeispiel aufgebauten Bi- 
MOS -Vers tar ker yerweridet Die Schaltung nach Fig; 5 
enthalt eine Eingansstufe 1 und eine Treiberstufe 4, die 40 
der Eingangsstufe 1 bzw. der Treiberstufe 4 der in Fig. 1 
gezeigten gebrauchlichen PegelkonvertierungsschaJr 
turig entsprechen. Die, in Fig, 5 gezeigte ECL-CMOS- 
Pegelkonvertierungsschaltung yerwendet einen Bi- 
MOS- Verstar ker 52, der dem in Fig. 2 dargestellten Bi- 45 
MQS- Verstarker entspricht. Der zweite Ausgangsan^ 
sctiluB 40 de r in F ig. 5 gezeigten Schaltung, der ein Aus- 
gangssignal AUS bereitstellt, 1st mit der Treiberstufe 4 
verbunden. Wie bereits erwahnt, fuhrt der BiMOS-Ver- 
starker 52 sowohl die Funktion der Trennstufe 2 als 50 
auch die der Verstarkerstufe 3 der bekannten Pegelkon- 
vertierungsschaltung in Fig. 1 aus. Da der BiMOS- Ver- 
starker 52 als Trenn- und Verstarkerstufe verwendet 
wird, die einen verringerten Stromverbrauch aufweist, 
verbraucht auch die ECL-CMOS-Pegelkonvertierungs-, 55 
schaltung in Fig. 5 weniger Strom als die bekannte in 
Fig. 1 dargestellte Schaltung. 

Fig. 6 zeigt die Darstellung eines vierten erfindungs- 
gemaBen Ausfdhrungsbeispiels eines BiMOS- Verstar- 
kers, das die gleiche Schaltung wie die in Fig. 3 gezeigte 60 
Ausfuhrungsform aufweist Zusatzlich sind zwischen 
dem Emitterkontakt des Bipolartransistors 31 und dem 
Sourcekontakt des PMOS Transistors 35 bzw. zwischen 
dem Emitterkontakt des Bipolartransistors 32 urid dem 
Sourcekontakt des PMOS-Transistors 36 Widerstande 6 5 
55 bzw. 56 zum Einstellen der Pegelanderung zwischen- 
geschaltet. Die Widerstande 41 und 42 sind gewdhnlich 
mit einer Stromquelle 57 verbunden. 



In i dem BiMOS- Verstarker gemafl Fig. 6 kann der 
Verstarkungsfaktor durch Veranderung der Werte der 
Widerstande 41 und 42 und von Strom I, der von der 
Stromquelle 57 geliefert wird, bestimmt werden; die 
Hohe der Pegelanderung kann iiber die Einstellung der 
Stromstarke I und der Werte der Widerstande 55 und 56 
gesteuert werden. Auch diese Schaltung weist einen re- 
duzierten Stromverbrauch auf. 

Fig. 7 zeigt die Ergebnisse von Experimenteh, bei de- 
nen. Ahdefungeh der Leitungsausgangsspannung Vo 
und des Gesamtstromes I p der Trennstufe 2 und der 
Verstarkerstufe 3 der gebrauchlichen Pegelkonvertie- 
rungsschaltung nach Fig. 1 gemessen wurden bei Ver- 
anderung eines Eingangssignals Sein- Des weiteren 
wurden Anderungen der Ausgangsspannung Viund des 
Stromes li ^der erfindungsgemaBen Schaltung nach 
Fig. 2 bzw. Anderungen der Ausgangsspannung V2 und 
des Stromes 1 2 der erfindungsgemaBen Schaltung nach 
Fig. 3 gemessen bei Anderung der Eingangsspannung. 
Weist das Eingangssignal Sein den Pegel L auf, so be- 
tragt, wie aus Fig. 7 hervorgeht, der Gesamtstrom I p der 
Trennstufe 2 und der Verstarkerstufe 3 der gebrauchli- 
chen Pegelkonvertierungssschaitung ungefahr \2 mA, 
wahrend der Strom I v ca. deh Wert 0,6 mA unci der 
Strom I2 ca. den Wert 0,8 mA annimmt. Der StrpmfluB, 
wird also infblge der Erfindung auf 1/2 bzw. 2/3 des 
Stromes; der gebrauchlichen Schaltung reduziert, wo- 
durch der Stromverbrauch verringert wird. Experimen- 
te zeigten auch, obwohl in Fig. 7 nicht aufgefuhrt, dafl 
die in Fig. 4 und 6 dargestellten erfindungsgemaBen 
Ausfuhrungsbeispiele im wesentlichen die gleichen 
Strom- und Strom verbrauchs werte wie die Ausfuh- 
rungsbeispiele in Fig. 2 und 3 aufweisen. 

Wie bereits erwahnt, kann mit dem erf iridungsgema-V 
Ben BiMOS- Verstarker eiiie pegelanhebende Trennstu- 
fe und eine Verstarkerstufe einer gebrauchlichen Pegel- 
konvertierungsschaltung in einer Stufe mit einer verrin- 
gerten Anzahl von Gieichstrompfaden zusammenge- 
faBt werden, wodurch der StromfluB und Stromver- 
brauch reduziert werden kann. Des weitereh arbeitet 
die Schaltung aufgrund der verringerten Stufenzahl 
schneller. 

Ein BiMOS- Verstarker enthalt eine Stufe, die sowohl 
die Funktion einer pegelanhebenden Trennstufe als 
auch einer Verstarkerstufe ausfuhren kann. Die Verstar- 
kerstufe enthalt erste und zweite Bipplartransistoren, 
deren Basiskontakte mit einem ersten und zweiten Ein- 
garigsanschluB, deren Kollektorkontakte mit einem auf 
einem ersten Potential liegenden Punkt, und deren 
Emitterkontakte mit den Sourcekoritakten eines ersten 
und zweiten MOS-Transistors ; verbunden sindi. Die 
Drainkontakte des ersten und zweiten MOS-Transistors 
sind iiber entsprechende Impedanzen mit einem auf ei- 
nem zweiten Potential liegenden Punkt verbunden. Der 
Gatekontakt jedes MOS-Transistors ist mit dem Drain- 
kontakt des anderen MOS-Transistors verbunden. Ein 
AusgangsanschluB ist mit dem Drainkontakt mindestens 
eines MOS-Transistors verbunden. 

. 1 . Patentanspruche 

1. BiMOS- Verstarker, gekenhzeichnet durch, / 
einen ersten und einen zweiten EingangsanschluB 
(33 bzw. 34), , : r : 

einen ersten Bipolartransistor (31), dessen Basis- 
kontakt mit dem ersten EingangsanschluB und des- 
sen Kollektorkbritakt mit einem auf einem ersten 
Potential liegenden Punkt verbunden ist, 
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einen zweiten Bipolartransistor (32), dessen Basis- 
kontakt mit clem zweiten EingangsanschluB und 
dessen Kollektorkontakt mit einem auf dem ersten 
Potential liegenden Punkt verbunden 1st, 
einen ersten MOS-Transistbr (35), dessen Source- 
kpntakt mit dern Emitterkontakt des ersten Bipo- , 
lartrahsistors und dessen Drainkontakt uber eine 
" erste Impedanz (41) mit einem auf einem zweiten 
Potential liegenden Punkt verbundenist, 
einen zweiten MOS-Transistor (36); dessen Source- 
kontakt mit dern Emitterkontakt des zweiten Bipo- 
lartransistors und dessen Drainkontakt uber eine 
zweite Impedanz (42) rhit einem aufj dern zweiten 
Potential liegenden Punkt verbunden ist, 
wbbei der Gatekontakt jedes MOS-Transistors mit 
dem Drainkontakt des anderen MOS-Transistors 
verbunden ist, und V ";-*" ■? 

einen AusgangsanschluB (40), der zumindest mit ei 1 - . 
riem Drainkontakt des ersten oder zweiten MOS- 

Tranistors verbunden ist ' . * 

2. BiMOS-V.erstarkervorrichtung nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet dadurch, daB die erste bzw. zweite 
Impedanz durch einen dritten (37) bzw. viertenv 
MOS-Transistor v (38) dargestellt wird, wobei der 
Gatekontakt des dritten MOS-Transistors mit dern 
Emitterkontakt des zweiten Bipolartransistors und 
der Gatekontakt des vierten MOS-Transistors mit 
dem Emitterkontakt des ersten Bipolartransistors 
verbunden ist '«';••' 

3. BiMOS-yerstarkerybrrichtung nach Anspruch i f 
gekennzeichnet dadurch, daB die erste und zweite 
Impedanz durch Widerstande dargestellt werden. 

4. BiMOS-Verst^rkervorrichtung nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet dadurch, daB eine Stromspiegel- 
schalturig zwischen die Drainkontakte des ersten- 
und zweiten MOS-Transistors und einem auf dem 
ersten Potential liegenden Punkt geschaltet ist. 

5. BiMOS-Yerstarkervorrichtung nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet dadurch, daB eine Stromspiegel- 
schaltung zwischen die. Drainkontakte des ersteh 
und zweiten MOS-Transistors und einem auf dem 
ersten Potential liegenden Punkt geschaltet ist und 
ein Widerstand, der den Verstarkungsfaktor ein- , 
stejlt, zwischen die, Drainkontakte des ersten und 
zweiten MOS-Transistors geschaltet ist; 

16. BiMOS-yerstarkeryorrichtung, gekennzeichnet 
durch, 

einen ersten und einen zweiten EingangsanschluB, 
einen ersten Bipoiartransistor, dessen Basiskbntakt 
mit dem ersten EingangsanschluB und dessen Kol- 
lektorkontakt mit einem auf einem ersten Potential 
liegenden Punkt verbunden ist, '/•■/ ^ ^ 
einen zweiten Bipolartransistor, dessen Basiskon- 
takt mit dem zweiten EingangsanschluB und dessen 
Kollektorkontakt mit einem auf dem ersten Poten- 
tial liegenden iPunkt verbunden ist, 
einen ersten MOS-Transistor, dessen Sourcekon- 
takt mit dem Emitterkontakt des ersteh Bipolar- 
transistors uber einen ersten Widerstand verbun- 
den ist, der die Pegelahderung einstellt, und dessen 
Drainkontakt mit einem Eride eines ersten Wider- 
standes verbunden ist, der den, Verstarkungsfaktor 
einstellt, 

einen zweiten MOS-Transistor, dessen Sburcekon- 
takt mit dem Emitterkontakt des zweiten Bipolar- 
transistors uber einen zweiten Widerstand verbun- 
den ist, der die Pegelanderung einstellt, und dessen 
Drainkontakt mit einem Ende eihes zweiten Wider- 
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standes verbunden ist, der deh Verstarkungsfaktor 
einstellt, \ ; > 

eine gewohniiche Stromquelle, die zwischen die. 
entspfechenden anderen Enden des ersten und 
zweiten Widerstandes, die den Verstarkungsfaktor 
einstellen, und einem auf einem zweiten Potential 
liegenden Punkt geschaltet ist, und 
einen AusgangsanschluB, der zumindest mit einem 
Drainkontakt des ersten und zweiten MOS-Transi- 
stors verbunden ist. 
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